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典型特性曲线 

图1. 输出特性 图2. 传输特性
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图3. 导通电阻vs.漏极电流
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图4. 体二极管正向压降vs. 源极电流、温度
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图5. 电容特性 图6. 电荷量特性
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典型特性曲线（续） 
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典型测试电路 

与待测器件

参数一致
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 栅极电荷量测试电路及波形图

开关时间测试电路及波形图
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封装外形图 

TO-252-2L 单位: mm 

SYMBOL MIN NOM MAX

A

A1

b

b3

c

c2

D

E

e

H

L

L4

2.10 2.30 2.50

0 --- 0.127

0.66 0.76 0.89

5.10 5.33 5.46

0.45 --- 0.65

0.45 --- 0.65

5.80 6.10 6.40

6.30 6.60 6.90

9.60 10.10 10.60

1.40 1.50 1.70

0.60 0.80 1.00

NOTE1：There are two conditions for this position:has an eject pin or has no eject pin.

L
4

Eject pin（note1）
2.30TYP

L1 2.90REF

 

TO-220F-3L 单位: mm 
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封装外形图(续) 

TO-263-2L 单位: mm 

 

TO-220FJ-3L 单位: mm 
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